GC100

Typ tranzystora: tranzystor germanowy
Firma: RFT

‘Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy
p-n-p w obudowie metalowej, cigzar okolo

7 } Zastosowanie: uklady wzmacniajace, miesza-

L jace i generacyjne malej i $redniej czestotli-
0 2 wosci

Rys. 1-652. GC100 Typy podobne: GC506 (Tes), TG5 (Cemi)
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Warto$ci charakterystyczne

min typ max

mA |

—Icgo ' 1,5 15 | pA |przy —Ugp=6V
—Icpo 80 500 | wA |przy —Ucp =15V
—Icgo 40 600 | pA |przy —Ucg=6YV
—Igpo 40 500 wA | przy —Ugg=15V
Sn21p 1 2,1 MHz | przy —Ucg=6V, —Ic =1 mA f=3 MHz
F 14 25 dB | przy —Ucg=1V, —I; =0,2 mA, f=1 kHz,
Af=1 kHz, R; = 500 Q

hy1g (A) 18 35

(B) 28 56

© 45 90

(D) 71 140

(E) 112 224
hite 0,2 0,6 5 kQ
hyse 4 30 10~4 l przy —Ucg =6V, —Ic =2 mA
hyoe 56 200 uwS

WartosSci graniczne
: 7

—UcBo max 15 ' v Ptot max ' 30 mW
- UEBO max 10 | v lj max +75 °C
—I¢c max 15 mA ?amb max +65 °C
IE max 15 ‘ mA Rth J—a max l 1 OClmw

_IB max 5
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Rys. 1-653. Zalezno$¢ napigcia kolektora od Rys. 1-654. Charakterystyki statyczne
rezystancji Rgp
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Rys. 1-655. Zalezno$¢ pradu zerowego ko-
lektora od temperatury zlacza



